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In this paper we present an analysis of the behavior of the transistor in 
saturated region from the viewpoint of charge-control concept. 
First In the saturated region of the transistor， as the coIlector-junction is 
forward biased， the storage charge is stored not only in the internal base 
region but also in the externa1. This shows a possible way in which we may 
decompose the total minority-carrier density in the base region when the tran-
sistor is saturated. Here， We use the superposition way on the excess stored 
charge. This is a reasonable procedure， because the diffusion equation which 
governs fundamentally the carrier decay process， isa linear partial differntial 
equation. We may think the excess saturated reverse base-current results in 
recombination current on the free emitter-surface if the transistor is biased in 
the saturated region. The resu1ts of these manipulations are shown as under. 
1. We have c1arified the relationship of current amplification-coefficient for 
the inverse connection to device parameters which was not yet c1ear. 
2. The storage-time costant is represented in terms of fundamental device 
paraロleters.
Second Moll and Sparkes drived storage and fall-time equations. These 
phenomena was observed in the saturated transient response of the transistior. 
The equations were found to agree with the experimental curves quite well for 
the normal condion. However， We have found that they fai1 to be valid for 
saturated collector-current less than reverse base-current. We detai1 that this 
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外部ベース領域を考えることによって逆接続時の電
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ている。 t4以後のコレクタ電流を Iとすれば， ドリフ
ト効果の簡単な関係から次のように表わされる。





ts= 1".qln~ 一一一一LD~--lBo + lB2 






















I¥c. tl =一lc.，.n ・ 一←ー，仰はホールの移動
Wo Aa・la

































T2， Tgを用い， 理論式(1日を計算するため，式(1)，(12) 
を決定する定数を表Iに示す。またIBo，IBh IB2を与
表 I
¥¥| T1 T2 Ta 
Ac/Ae 1. 70 1.23 1.30 
ηー 1 0.79 0.62 0.73 
A1 1.67 0.50 0.69 
えz 0.12 0.07 0.06 









T1 T2 Ta 
2.8 10.0 13.5'特
むからの逆算"8 3.0 8.9 16.8 






















1E2 = 102 -lB2 ・H ・H ・-・悶)
飽和時にはコレクタ電流は一定であるから式問，側
より








表 I (T1) 
lB1 b2 lEt lE2 IC8 IBt+1B2 lE1 -1E2 
(mA) (mA) (mA) (mA) (mA) (mA) (mA) 
3.2 0.1 12.5 9.1 9.2 3.3 3.4 
3.1 0.2 12.3 9.0 9.2 3.3 3.3 
3.0 0.3 12.1 8.8 9.2 3.3 3.3 
2.9 0.4 12.0 8.6 9.2 3.3 3.3 
一一一一l
2.8 0.5 11.9 8.6 9.2 3.3 3.3 
2.7 0.6 11.8 8.5 9.1 3.2 3.3 
2.6 0.7 11.7 8.4 9.1 3.3 3.3 
表 IV (T2) 
lB1 IBz lEl 1E2 IC8 IBl +IB2 1E1-1E2 
(mA) (mA) (mA) (mA) (mA) (mA) (mA) 
4.1 0.1 13.3 9.0 9.0 4.2 4.3 
4.0 0.2 13.2 8.9 9.0 4.2 4.3 
4.0 0.3 13.0 8.7 9.0 4.2 4.3 
3.9 0.4 13.0 8.6 9.0 4.2 4.4 
3.8 0.5 12.9 8.6 9.0 4.2 4.3 
3.6 0.6 12.8 8.5 8.9 4.1 4.3 
ることを意味しており， 2で考察したことが証明され いま IC8をlB2に対して種々変化するために lBzをー
るo表JI[， IVにこれ等の関係を示す。 定として負荷抵抗 RLを変化して蓄積時間を測定した
表1，IVより式問， (23)，凶の関係が非常によく成り のが，図13，14， 15である。 RLがほぼVcc/RL>IBzを
立っていることがわかる。 満足する範囲では式(1引の計算値が実測値と良く一致す
次にIBz<Icsなる範囲で負荷抵抗，逆駆動ベース電 るが， V c/RL<lBzなる範囲では実測値が非常に大と
流，コレクタ飽和電流を一定として式(17)， (18)を用いて なり， トラ γジスタ動作が本質的に異なることがわか
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図17 図16の方法で‘得られたIB2-RL~特性とIc.{ キヱ旦 )-RL特性、 n.L 〆
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